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報告書データ / Report

概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

近年、製品への機能性付与を目的として、物体表面に微細構造を形成する技術の開
発が盛んに行われている。本研究では、Al_TiN積層型ワイヤグリッド偏光子のプロ
セス開発のため、Al_TiN層のドライエッチングをいくつかの条件で行い、結果を考
察した。

実験
Experimental

洗浄したガラス基板に対し、まずAl膜300nm、TiN膜20nmの順でスパッタ成膜し
た。次に、レジストをスピンコートで膜厚580nmになるように塗布し、90度でベー
クした。このサンプルをｉ線リソグラフィによって、周期250nmL/Sのパターンを
露光したのち、現像を行った。最後に化合物半導体エッチング装置（ICP-RIE）で、
Al/TiN膜（2層膜）のドライエッチングを行った。この時のエッチングガスはCl2単
体、ないしCl2,BCl3混合ガスとした。処理後、サンプルの観察を行った。

結果と考察
Results and Discussion

まず、Cl2 5sccm、BCl3 15sccmで2minエッチングを行ったサンプルでは、目視に
て光で透過しておらず、エッチングが基盤層まで到達していないことがわかる。ま
た目視にてTiN層の光沢色も失われ、Al層の光沢色が表れていることから、プロセ
ス中にレジスト層及びTiN層が消失したと考えられる。次にCl2 10sccmで1minエッ
チングしたサンプルは、サンプルに直線偏光を入射した際、サンプルの向きによっ
て光が透過または消光することから、偏光子としての機能が得られていることが確
認できた。次にこのサンプルのSEM像をFig.1に示した。Fig.1からワイヤグリッド
のパターンが形成できていることが確認できる。以上のことから、Cl2単体でのエッ
チングではCl2,BCl3混合ガスのエッチングに比べを選択比が高いことが考えられる。
今後、サンプル間のエッチング時間のばらつきや、エッチングの真直性を条件の最
適化によって行っていく。
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Fig. 1 エッチングサンプルのSEM像
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